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ДИНАМИКА ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ, ИНИЦИИРУЕМЫХ  

В GAAS импульсным лазерным излучением 
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В настоящей работе рассмотрена динамика фазовых переходов в 

GaAs, инициируемых наносекундным излучением рубинового лазера 

(длительность импульса 70 нс), с учетом испарения с поверхности и 

диффузии компонентов в расплаве. Как следует из расчетов порог плав-

ления GaAs составляет Em ~ 0,3 Дж/см
2
, что согласуется c эксперимен-

тальными данными [1]. При плотности энергии 0,3 Дж/см
2
 расплав рас-

пространяется на глубину до 40 нм и существует ~ 47 нс.  

На рисунке представлены распределения атомных долей компонентов 

Ga и As в различные моменты времени при воздействии лазерного излу-

чения с длительностью импульса 70 нс и плотностью энергии 

0,9 Дж/см
2
. На начальной стадии кристаллизации обогащение поверхно-

стного слоя галлием достаточно высокое (> 0,9). Однако к моменту за-

вершения процесса кристаллизации образца в результате диффузии ато-

мов мышьяка в расплаве происходит уменьшение обогащения поверхно-

сти галлием до ~ 0,58. 
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Рис. 1. Распределение атомной доли компонентов GaAs 

(сплошная линия – Ga, штриховая – As) при Е = 0,9 Дж/см
2
 

в моменты времени t = 100 (1), 130 (2), 190 (3) и 400 (4) нс 


